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Table 2
Impurity Contents of Natural and
Synthetic Quartz as Determined by Emission
Analysis .

Brush Dinkey Lakes
Impurity Synthetic Calif. Smoky
(%) (%)

Ag 0. 0001 - N.F.

Al 0.003 0.01

Bi N.F. N.F.

Ca 0. 0003 0.003

Cr 0. 0003 0.0003

Cu 0.001 0.01

Fe 0.003 0.001

Ge N.F. N.F.

K N.F. N.F.

Li 0.0003 0. 0003

Mg 0.001 0.003

Mn N.F. N.F.

Na 0.003 0.003

Ni N.F. N.F.

Pb N.F. N.F,

Rb N.F. N.F.

Ti N.F. N.F.
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